a 2006 0083

Inventia se refera la procedeele de recuperare a galiului si arsenului din deseuri, in special din deseurile formate
dupa cresterea epitaxiala a straturilor semiconductoare.

Procedeul de recuperare a galiului si arsenului din deseul format dupa cresterea epitaxiald a straturilor
semiconductoare de tip A3B5 include dizolvarea deseului in solutie de acid azotic de 33% in acid clorhidric,

modificarea pH-ului solutiei de la 0,5...1,5 pana la 3,0...4,5 prin addugarea unei solutii de baza cu precipitarea
ulterioara a arsenatului de galiu. Precipitatul obtinut se filtreaza, se spald cu apd deionizata si se usuca la
temperatura de 90...120°C timp de 60 min, apoi se descompune in oxid de galiu si oxid de arsen. Arsenul este
redus cu carbon din oxid la temperatura de 680...780°C, iar galiul este redus intr-un container de grafit la
temperatura de 750...860°C in flux de hidrogen.

Precipitatul de arsenat de galiu poate fi obtinut si prin dizolvarea suplimentara, pana la saturatie, a plachetelor
din GaAs in solutie acida obtinuta la dizolvarea deseului, iar solutia saturatd se stocheaza timp de 22 de zile la
temperatura camerei pentru precipitarea spontana a arsenatului, dupd care solutia cu arsenat se incalzeste pana la
60°C, in vid, timp de 2...4 ore.
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